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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Ausfihrungsformen dieser Erfindung be-
ziehen sich auf das Gebiet von Plattenlaufwerken
und insbesondere auf Platten, die in Plattenlaufwerk-
systemen verwendet werden.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Ein Plattenlaufwerksystem umfasst eine
oder mehrere magnetische Aufzeichnungsplatte/n
und Steuermechanismen zum Speichern von Daten
auf den Platten. Die Platten sind aus einem Substrat,
das texturiert werden kann, und mehreren Film-
schichten aufgebaut. In den meisten Systemen wird
ein Substrat auf Aluminium-Grundlage verwendet.
Alternative Substratmaterialien, wie Glas, haben je-
doch verschiedene Leistungsvorteile, dass es win-
schenswert sein kann, ein Glassubstrat zu verwen-
den. Eine der Filmschichten auf einer Platte ist eine
Magnetschicht, die zum Speichern von Daten ver-
wendet wird. Das Lesen und Schreiben von Daten er-
folgt, indem ein Lese- / Schreibkopf Uber die Platte
fliegt, um die Eigenschaften der Magnetschicht der
Platte zu verandern. Der Lese- / Schreibkopf ist typi-
scher Weise ein Teil eines groReren Korpers, der
Uber die Platte fliegt, und als Schieber bezeichnet
wird oder er ist an diesem befestigt.

[0003] Die Entwicklung beim Entwerfen magneti-
scher Festplattenlaufwerke geht dahin, die Aufzeich-
nungsdichte eines Plattenlaufwerksystems zu erho6-
hen. Die Aufzeichnungsdichte ist ein MaR fiir die Da-
tenmenge, die in einer gegebenen Flache einer Plat-
te gespeichert werden kann. Zur Erhéhung der Auf-
zeichnungsdichte hat sich beispielsweise die
Kopf-Technologie von Ferritkbpfen uber Dudnnfilm-
kopfe und spater zu magnetoresistiven (MR-)Képfen
und supermagnetoresistiven (GMR-) Képfen entwi-
ckelt.

[0004] Das Erreichen einer héheren Flachendichte
(d.h. die Anzahl gespeicherter Bits pro Flachenein-
heit) erfordert, dass die Datenspuren nah bei einan-
der liegen. Weil die Spurbreiten sehr gering sind,
kann auRerdem jeder Uberdeckungsfehler einer
Spur (z.B. Warmeausdehnung) das Schreiben und /
oder Lesen mit dem Kopf durch eine benachbarte
Spur beeintrachtigen. Dieses Verhalten wird im Allge-
meinen als Nachbarspurstérung (Adjacent Track In-
terference — ATI) bezeichnet. Ein Verfahren zur Be-
ricksichtigung der ATI ist, die Oberflache der Platte
zu strukturieren, um diskrete Datenspuren zu bilden,
was als diskrete Spuraufzeichnung (Discrete Track
Recording — DTR) bezeichnet wird. DTR-Platten be-
sitzen typischer Weise eine Reihe konzentrischer er-
habener Bereiche (auch als Huigel, Stege, Erhéhun-
gen etc. bezeichnet) zum Speichern von Daten und
vertiefter Bereiche (auch als Durchgange, Taler, Ril-
len, etc. bezeichnet), die eine Zwischenspurisolie-

rung zum Herabsetzen des Rauschens bieten. Durch
Aussparungen zwischen den Spuren kann das Lesen
und / oder Schreiben von einem Kopf einfacher aus-
geflhrt werden. Solche vertieften Bereiche kdnnen
auch Servo-Informationen speichern. Die vertieften
Bereiche trennen die erhabenen Bereiche von einan-
der, um das nicht beabsichtigte Speichern von Daten
in den vertieften Bereichen zu verhindern.

[0005] Ein Problem bei DTR-Magnetaufzeichnungs-
platten des Stands der Technik besteht darin, dass
sie moglicherweise keine gewinschte ,bevorzugte"
Umfangsausrichtung des magnetischen Materials in
ihren magnetischen Aufzeichnungsfilmen aufweisen.
Die ,bevorzugte" Umfangsausrichtung des magneti-
schen Mediums hilft beim Erreichen eines optimalen
Signal-Rauschverhaltnisses (Signal-to-Noise Ration
— SNR) und einer optimalen Auflésung, um die best-
mogliche Leistung vom magnetischen Medium zu er-
halten.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Die vorliegende Erfindung wird beispielhaft
und ohne darauf beschrankt zu sein, in den Figuren
der begleitenden Zeichnungen dargestellt, wobei:
[0007] Fig. 1A eine Querschnittsansicht einer Aus-
fuhrungsform einer strukturierten Platte und des
Schreibelements eines Kopfes ist.

[0008] Fig. 1B eine Querschnittsansicht einer mog-
lichen anderen Ausfiihrungsform einer strukturierten
Platte ist.

[0009] Fig. 2A — 2G vergroRerte Querschnittsan-
sichten sind, die eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines Verfahrens zum Bilden einer diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur auf einer Nickel-Phos-
phor-Schicht darstellen.

[0010] Fig. 3A — 3F vergrolierte Querschnittsan-
sichten sind, die eine weitere beispielhafte Ausflih-
rungsform eines Verfahrens zum Bilden einer diskre-
ten Spur-Aufzeichnungsstruktur auf der Nickel-Phos-
phor-Schicht darstellen.

[0011] Fig. 4A — 4G vergroRerte Querschnittsan-
sichten sind, die eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines Verfahrens zum Bilden einer diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur auf einem Substrat dar-
stellen.

[0012] Fig. 5A — 5F vergrolierte Querschnittsan-
sichten sind, die eine weitere beispielhafte Ausflih-
rungsform eines Verfahrens zum Bilden einer diskre-
ten Spur-Aufzeichnungsstruktur auf einem Substrat
darstellen.

[0013] Fig. 6 ein Querschnitt ist, der eine Ausfih-
rungsform einer Aufzeichnungsplatte darstellt, die
eine strukturierte Nickel-Phosphor-Schicht besitzt.
[0014] Fig. 7 ein Querschnitt ist, der eine Ausfih-
rungsform einer Aufzeichnungsplatte darstellt, die ein
strukturiertes Substrat besitzt.

[0015] Fig. 8A — 8B vergrofierte Querschnittsan-
sichten sind, die eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines Verfahrens zum Anordnen einer weichmagne-

2/26



DE 103 52 778 A1 2004.06.24

tischen Unterschicht auf einem strukturierten Subst-
rat darstellen.

[0016] Fig. 9 ein Querschnitt ist, der eine Ausfih-
rungsform einer Aufzeichnungsplatte darstellt, die
eine weichmagnetische Unterschicht besitzt, die auf
einem strukturierten Substrat angeordnet ist.

[0017] Fig. 10 eine Ausfuhrungsform eines Platten-
laufwerks darstellt.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0018] In der nachfolgenden Beschreibung werden
zahlreiche typische Einzelheiten dargelegt, wie Bei-
spiele typischer Werkstoffe oder Bestandteile, um ein
grundliches Verstandnis von der vorliegenden Erfin-
dung zu schaffen. Einem Fachmann wird jedoch of-
fensichtlich sein, dass diese typischen Einzelheiten
zum Anwenden der Erfindung nicht umgesetzt wer-
den missen. In anderen Fallen sind wohl bekannte
Bauteile oder Verfahren nicht in Einzelheiten be-
schrieben worden, um zu vermeiden, dass die vorlie-
gende Erfindung unndétiger Weise unverstandlich
wird.

[0019] Die in diesem Dokument verwendeten Be-
zeichnungen "uUber", "unter" und ,zwischen" beziehen
sich auf die Lage einer Schicht in Bezug auf andere
Schichten. Somit kann eine Schicht, die Uber oder
unter einer anderen Schicht aufgebracht oder ange-
ordnet ist, direkt die andere Schicht beruhren oder
eine oder mehrere Zwischenschichten haben. Aul3er-
dem kann eine Schicht, die zwischen Schichten auf-
gebracht oder angeordnet ist, direkt die Schichten
berGhren oder eine oder mehrere Zwischenschichten
haben.

[0020] Esist zu beachten, dass die hier dargelegten
Gerate und Verfahren mit verschiedenen Plattenar-
ten verwendet werden kdnnen. In einer Ausfihrungs-
form konnen die in diesem Dokument dargelegten
Gerate und Verfahren beispielsweise mit einer mag-
netischen Aufzeichnungsplatte verwendet werden.
Wahlweise kénnen die hier dargelegten Gerate und
Verfahren mit anderen Arten digitaler Aufzeichnungs-
platten verwendet werden, beispielsweise mit opti-
schen Aufzeichnungsplatten, wie einer Compact Disc
(CD) und einer Digital-Versatile-Disk (DVD).

[0021] In einer Ausfiihrungsform wird eine Platte zur
magnetischen Langsaufzeichnung beschrieben, die
eine Nickel-Phosphor (NiP)-Unterschicht mit einer
diskreten Spur-Aufzeichnungsstruktur besitzt. Die
diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur bietet Zwi-
schenspurisolierung innerhalb der NiP-Schicht. Die
Aufzeichnungsplatte besitzt ein Substrat, eine
NiP-Schicht, die iber dem Substrat und einer magne-
tischen Aufzeichnungsschicht angeordnet ist, die
Uber der NiP-Schicht angeordnet ist. In einer anderen
Ausfuhrungsform werden Verfahren zum Strukturie-
ren einer NiP-Schicht mit einer diskreten Spur-Auf-
zeichnungsstruktur beschrieben. Die NiP-Schicht,
durchgehend durch die diskrete Spur-Aufzeich-

nungsstruktur, kann urspriinglich mit einem Stempel
aufgedruckt werden, der in Bezug auf die endglltige
diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur eine Zwischen-
struktur bildet. In einer anderen moglichen Ausfih-
rungsform umfasst ein Verfahren zum Bilden der dis-
kreten Spur-Aufzeichnungsstruktur Atzen (z.B. Plas-
ma-Atzen, E-Strahl-Atzen, chemisches Atzen) der
NiP-Schicht, bei dem Teile der NiP-Schicht entfernt
werden, um die erhabenen und vertieften Bereiche
zu bilden (z.B. Daten- und Nicht-Daten-Bereiche ei-
ner DTR-Struktur). In einer anderen Ausflihrungs-
form kann ein additiver Prozess angewandt werden,
in dem ein Werkstoff, der mit der NiP-Schicht vertrag-
lich ist, auf die NiP-Schicht plattiert wird, um die dis-
krete Spur-Aufzeichnungsstruktur zu bilden. In einer
Ausfihrungsform reicht die diskrete Spur-Aufzeich-
nungsstruktur nicht hinunter in das Plattensubstrat.
[0022] In einer anderen mdglichen Ausfihrungs-
form wird eine diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur
in dem Substrat gebildet. Das strukturierte Substrat
kann ahnlich dem subtraktiven oder additiven Pro-
zess zur Strukturierung der NiP-Schicht gebildet wer-
den.

[0023] Obgleich die Darlegung des Betriebs eines
Plattenlaufwerksystems fir die vorliegende Erfin-
dung genau genommen nicht notwendig ist, kann
eine diesbezugliche Beschreibung helfen, den Be-
trieb und Vorteile zu verstehen, die durch eine Platte
geboten werden, die eine diskrete Aufzeichnungs-
struktur besitzt. Fig. 1A stellt eine Querschnittsan-
sicht einer strukturierten Platte und des Schreibele-
ments eines Kopfes dar. Die Platte 100 umfasst meh-
rere Filmschichten, die aus Griinden der Ubersicht in
der folgenden Besprechung weggelassen worden
sind. Wahrend des Betriebs eines Plattenlaufwerks
erfolgt das Lesen und Schreiben der Daten auf die
Platte 100, indem beispielsweise ein Schreib-/Lese-
kopf 110 Uber die Platte 100 fliegt, um die Eigen-
schaften der Magnetschicht 150 der Platte zu veran-
dern. Zum Ausfuihren einer Datenubertragung mit der
Platte 100, wird der Kopf 110 Uber einer Spur der ro-
tierenden Platte 100 mittig platziert. Der Aufzeich-
nungskopf 110 kann beispielsweise ein aus zwei Ele-
menten bestehender Kopf sein, der ein Leseelement
zum Ausflihren eines Lesevorgangs und ein Schreib-
element zum Ausfiihren eines Schreibvorgangs be-
sitzt.

[0024] Die Platte 100 umfasst ein Substrat 120, das
texturiert werden kann, und mehrere Filmschichten,
die Uber dem Substrat 120 angeordnet sind. Die hier
beschriebenen Platten kdnnen beispielsweise mit ei-
nem Glassubstrat oder einem Metall/Metall-Legie-
rungssubstrat hergestellt sein. Verwendbare Glas-
substrate sind beispielsweise ein Silizium enthalten-
des Glas, wie Borosilikatglas und Aluminiumsilikat-
glas. Verwendbare Metalllegierungs-Substrate sind
beispielsweise Aluminium-Magnesium (AIMg)-Subst-
rate. In einer mdglichen anderen Ausfuhrungsform
kénnen andere Substratwerkstoffe, einschlieBlich
Polymere und Keramik, verwendet werden.
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[0025] Die mehreren Filmschichten umfassen eine
NiP-Schicht 130 und eine Magnetschicht 150. Eine
diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur wird in die
NiP-Schicht 130 geformt, wie nachfolgend beschrie-
ben. Eine Magnetschicht 150 wird Uber der
NiP-Schicht 130 angeordnet. Die DTR-Struktur um-
fasst vertiefte Bereiche 160 und erhabene Bereiche
170. Die vertieften Bereiche 160 haben eine Tiefe
165 in Bezug zum Aufzeichnungskopf 110 und / oder
zu den erhabenen Bereichen 170. In einer Ausfuh-
rungsform ist die Breite 115 des Kopfes 110 groéRer
als die Breite 175 der erhabenen Bereiche 170, so
dass sich Teile des Kopfes 110 wahrend des Betriebs
Uber die vertieften Bereiche 160 hinaus erstrecken.
Die vertieften Bereiche 160 sind jedoch durch einen
Abstand 165 ausreichend vom Kopf 110 getrennt, um
das Speichern von Daten durch den Kopf 110 in der
Magnetschicht 150 direkt unter den vertieften Berei-
chen 160 zu verhindern. Die erhabenen Bereiche 170
befinden sich ausreichend dicht am Kopf 110, um das
Schreiben von Daten in der Magnetschicht 150 direkt
unter den erhabenen Bereichen 170 zu ermdglichen.
In einer Ausfuhrungsform kann beispielsweise eine
Breite 175 jedes erhabenen Bereichs ungefahr 1250
Angstrom (A) betragen und eine Breite jedes vertief-
ten Bereichs kann typischer Weise ungefahr 1 /3 des
erhabenen Bereichs betragen oder ungefahr 400 A.
Eine Tiefe 165 jedes vertieften Bereichs kann bei-
spielsweise ungefahr 400 A betragen. In anderen
Ausfuhrungsformen kdnnen die erhabenen und ver-
tieften Bereiche einen Zwischenraum von ungeféahr
200 - 2000 A betragen. Die hier aufgefiihrten Abmes-
sungen sind nur beispielhaft und kénnen andere
Werte haben.

[0026] Wenn Daten auf das Aufzeichnungsmedium
geschrieben werden, entsprechen die erhabenen Be-
reiche 170 der NiP-Schicht 130 daher den Datenspu-
ren. Informationen, wie Servo (Kopfstellungs)-Infor-
mationen kdnnen in den vertieften Bereichen 160 ge-
speichert werden. Wahlweise kénnen Servo-Informa-
tionen mit Daten in Sektoren verschachtelt werden,
die auf den erhabenen Bereichen 170 gespeichert
sind. Die erhabenen Bereiche 170 und die vertieften
Bereiche 160 werden typischer Weise als abwech-
selnde konzentrische Kreise gebildet, obgleich ande-
re Anordnungen (z.B. Spiralen) in Erwagung gezo-
gen werden. Die vertieften Bereiche 160 isolieren die
erhabenen Bereiche 170 (z.B. die Datenspuren) von
einander, wodurch sich Datenspuren ergeben, die
sowohl physikalisch, als auch magnetisch bestimmt
sind.

[0027] Wenn Daten von dem Kopf 110 auf eine be-
sondere Datenspur (erhabene Flache oder Bereich)
geschrieben werden, wird verhindert, dass Daten auf
benachbarte vertiefte Bereiche 160 geschrieben wer-
den, weil die Magnetschicht 150 unter dem vertieften
Oberflachenbereich 160 zu weit von dem Kopf 110
entfernt ist, als dass der Kopf 110 dort magnetische
Ubergénge induzieren kann. Wenn neue Daten auf
einen nachfolgenden Schreibvorgang geschrieben

werden, sollten keine Restdaten von einem friiheren
Vorgang in den erhabenen Bereichen 170 oder den
vertieften Bereichen 160 vorhanden sein. Wenn der
Kopf 110 Daten von einem erhabenen Bereich 170
liest, sind somit nur Daten von dem vorherigen
Schreibvorgang vorhanden und werden gelesen.
[0028] Esistzu beachten, dass verschiedene Typen
diskreter Spurstrukturen durch Stempel erzeugt wer-
den kdénnen, zusatzlich zur Darstellung in Fig. 1A.
Zum Beispiel kann in einer mdglichen anderen Aus-
fuhrungsform die diskrete Spurstruktur, die in der
NiP-Schicht 130 gebildet wird, Dateninseln beinhal-
ten, wie in Fig. 1B dargestellt. Jede der Dateninseln
190 kann einen Datenblock umfassen (z.B. ein Bit
oder mehrere Bits) und ist von der nachsten durch die
vertieften Bereiche getrennt. Solch eine Anordnung
kann das Mafl an Rauschen (z.B. Rauschen zwi-
schen Spuren und zwischen Datenblécken oder Bits)
herab setzen, das vom Lesekopf 110 gemessen wird.
In anderen Beispielen kdnnen die vertieften und er-
habenen Bereiche abwechselnde Formen haben,
welche die Datenblécke noch immer von den vertief-
ten Bereichen isolieren.

[0029] Ein Verfahren zum Bilden einer durchgangi-
gen NiP-Schicht mit einer diskreten Spur-Aufzeich-
nungsstruktur wird beschrieben. Das Verfahren kann
zunachst das Aufdrucken einer Prageschicht bein-
halten, die Uber der NiP-Schicht angeordnet ist, ge-
folgt von einem subtraktiven oder additiven Prozess
zum Bilden der gewlnschten Struktur. Beim Aufdru-
cken einer Prageschicht kdnnen Lithografietechniken
angewandt werden, beispielsweise Nano-Drucklitho-
grafie.

[0030] Fig. 2A — 2G sind vergroRerte Querschnitts-
ansichten, die eine Ausfiihrungsform des Bildens ei-
ner diskreten Spur-Aufzeichnungsstruktur auf einer
NiP-Schicht einer Platte zur magnetischen Langsauf-
zeichnung darstellen. In dieser Ausfuhrungsform be-
inhaltet das Verfahren einen subtraktiven Prozess, in
dem eine Schicht oder Schichten, die auf einem Plat-
tensubstrat angeordnet sind, entfernt werden kénnen
(z.B durch Drucklithografie und Atzen), um eine ge-
wlinschte Struktur der NiP-Schicht freizulegen. Zur
besseren Erklarung sind die in Fig. 2A — 2G darge-
stellten verschiedenen Schichten beispielhaft und
durfen nicht auf stellvertretende GréRRen skaliert wer-
den. Wie in Fig. 2A dargestellt, beginnt der Struktu-
rierungsprozess mit einem plattenférmigen Substrat
205. Das Plattensubstrat 205 kann, wie zuvor be-
sprochen, aus einer Anzahl von Werkstoffen, ein-
schliellich Metallen (z.B. Aluminium), Glas, Silizium
oder anderen herkdmmlichen Plattensubstratmateri-
alien hergestellt werden, die im Fachgebiet bekannt
sind. In einer Ausflihrungsform kann das Substrat
205 mit einer NiP-Schicht 215 beschichtet werden.
Die NiP-Schicht 215 kann durch Elektroplattieren,
stromloses Plattieren oder durch andere Verfahren
erfolgen, die im Fachgebiet bekannt sind. Das Plattie-
ren des Plattensubstrats 205 mit einem steifen oder
metallischen Werkstoff, wie NiP, bietet dem Platten-
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substrat 205 eine mechanische Abstitzung fir die
anschlieBenden Texturier-, Polier- und / oder Struktu-
rierungsverfahren. Das Plattieren des Plattensubst-
rats 205 ist jedoch moglicherweise nicht notwendig,
wenn das Plattensubstrat 205 aus einem ausrei-
chend steifen oder harten Werkstoff besteht, wie
Glas.

[0031] Die NiP-beschichtete Flache des Plattensub-
strats 205 kann dann poliert, geebnet und / oder tex-
turiert werden, wie in Fig. 2B dargestellt. In einer
Ausfuhrungsform kann die NiP-Schicht 215 poliert
werden, beispielsweise durch einen gleichmaRigen
Atzvorgang. In méglichen anderen Ausfiihrungsfor-
men kdnnen andere Poliertechniken angewandt wer-
den. Poliertechniken sind im Fachgebiet wohl be-
kannt; entsprechend werden diese hier nicht ausfiihr-
lich besprochen. Wahlweise kann die NiP-Schicht
215 nicht poliert sein. Als Nachstes kann in einer
Ausfuhrungsform die NiP-Schicht 215 anisotrop mit
einer Struktur texturiert sein (z.B. Kreuzschraffur-,
Umfangstexturieren) durch verschiedene Verfahren,
wie mechanisches Texturieren unter Verwenden frei-
er Schleifteilchen (z.B. Diamant). Wahlweise kdnnen
andere Arten von Texturierverfahren, wie Lasertextu-
rieren, angewandt werden. Gewisse Arten des Textu-
rierens kénnen auf den beabsichtigen Datenberei-
chen einer Platte, vor der Anordnung der Keimbil-
dungs- und Magnetschicht eine bevorzugte Um-
fangsausrichtung des magnetischen Mediums auf ei-
ner Platte fordern. Die bevorzugte Umfangsausrich-
tung des magnetischen Mediums auf einer Platte hilft
beim Erreichen eines optimalen Signal-Rauschver-
haltnisses (SNR) und einer optimalen Auflésung, um
die bestmdgliche Leistung vom magnetischen Medi-
um zu erhalten. Wahlweise kann das Texturieren der
NiP-Schicht 215, wie nachfolgend beschrieben, aus-
gefihrt werden, nachdem die diskrete Spur-Auf-
zeichnungsstruktur gebildet worden ist.

[0032] Als Nachstes kann dann, wie in Fig. 2C dar-
gestellt, ein Plattensubstrat 205 mit einer Prage-
schicht 220 beschichtet werden, zum Beispiel mit ei-
nem Fotolack, einem elektronenempfindlichen Lack
oder anderen Pragematerialien. Schleuderbeschich-
ten, Tauchbeschichten und Spriihbeschichten sind
nur einige Verfahren zum Anordnen der Prageschicht
220 auf einer NiP-Schicht 215. Andere Beschich-
tungsverfahren, wie Kathodenzerstauben und Vaku-
umbedampfen (z.B. CVD) kénnen angewandt wer-
den. Andere Prageschichtmaterialien, wie ein Farb-
stoff-Polymer, kdnnen fir andere Beispiele verwen-
det werden, einschlieBlich thermoplastischer (z.B.
amorpher, teilkristalliner, kristalliner), warmehartba-
rer (z.B. Epoxidharze, Phenolharze, Polysiloxane,
Ormosile, Sol-Gel) und strahlungshartbarer (z.B.
UV-hartbarer, Elektronenstrahl-hartbarer) Polymere.
In einer Ausflhrungsform kann beispielsweise die
Prageschicht 220 eine Dicke im Bereich von unge-
fahr 100 — 5000 A aufweisen. Die Prageschicht 220
kann auch als ,Maskierungsschicht" und als ,Schab-
lonenschicht" bezeichnet werden.

[0033] Als Nachstes wird, wie in Fig. 2D dargestellt,
die Prageschicht 220 mit einer Struktur vertiefter
(222, 224, 226) und erhabener (221, 223, 225) Berei-
che aufgedruckt. Das Stempeln der Prageschicht
220 kann beispielsweise durch Nano-Drucklithogra-
fie-Techniken erfolgen, die im Fachgebiet wohl be-
kannt sind. In einer Ausfihrungsform kann ein Stem-
pel (nicht dargestellt), der eine diskrete Spur-Auf-
zeichnungsstruktur aufweist, zum Drucken der Pra-
geschicht 220 verwendet werden, um vertiefte Berei-
che (222, 224, 226) und erhabene Bereiche (221,
223, 225) zu bilden. Wegen der Dicke der Prage-
schicht 220 ist es nicht wahrscheinlich, dass der Auf-
druck erhabener und vertiefter Bereiche in die
NiP-Schicht 215 gepresst wird. Wahlweise kann die
Prageschicht 220, wenn sie verhaltnismaRig dinn ist,
gestanzt werden, um sehr wenig Pragematerial in
den vertieften Bereichen (222, 224, 226) zu hinterlas-
sen. Anschlielend kann das Pragematerial in den
vertieften Bereichen (222, 224, 226) entfernt werden,
um die NiP-Schicht 215 freizulegen. Der Stempel, der
zum Strukturieren der Prageschicht 220 verwendet
wird, weist den umgekehrten oder negativen Abdruck
der gewunschten zu bildenden Struktur auf (d.h. die
diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur der NiP-Schicht
215).

[0034] Als Nachstes kann, wie in Fig. 2E darge-
stellt, die Zwischenstruktur in der Prageschicht 220
geatzt werden, um die abwechselnd vertieften Berei-
che (222, 224, 226) und die erhabenen Bereiche
(221, 223, 225) zu bestimmen, welche die Grundlage
fur die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur auf der
NiP-Schicht 215 bilden. In einer Ausfiihrungsform
kann eine Reihe oder ein schrittweiser Prozess von
Atzverfahren auf der Prageschicht 220 und auf der
NiP-Schicht 215 ausgefuhrt werden, um die ge-
wlinschte Spurstruktur zu bilden. Die Prageschicht
220 dient als Schablone, welche die NiP-Schicht 215
in Flachen neben vertieften Bereichen (222, 224,
226) der vom Stempel gebildeten Struktur freilegt. In
einer Ausfiihrungsform wird Plasma-Atzen ange-
wandt, um das Material der Prageschicht 220 in den
vertieften Bereichen (222, 224, 226) hinunter bis zur
NiP-Schicht 215 zu entfernen. Wahlweise kénnen an-
dere Atzverfahren angewandt werden, um die Prage-
schicht 220 in zumindest den vertieften Bereichen zu
entfernen, zum Beispiel unter Anwendung von che-
mischem Atzen, Elektronenstrahl (E-Strahl)-Atzen,
lonenstrahl-Atzen (passiv oder reaktiv), Atzen durch
Kathodenzerstauben und Plasma-Atzen mit reakti-
ven Gasen. Bei gewissen Arten des Atzens (z.B. che-
misch) kann das Prageschichtmaterial sowohl von
den erhabenen Bereichen (221, 223, 225), als auch
von den vertieften Bereichen (222, 224, 226) in unge-
fahr einer ahnlichen Geschwindigkeit entfernt wer-
den. Chemisches Atzen entfernt die Prageschicht
220 sowohl in den vertieften Bereichen (222, 224,
226), als auch in den erhabenen Bereichen (221,
223, 225), bis die NiP-Schicht 215 in den vertieften
Bereichen (222, 224, 226) freigelegt ist, wie in
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Fig. 2E dargestellt.

[0035] Als Nachstes, wie in Fig. 2F dargestellt, wer-
den die vertieften Bereiche (222, 224, 226), der
NiP-Schicht 215 weiter geatzt (z.B. durch chemi-
sches Atzen, E-Strahl-Atzen, lonenstrahl-Atzen und
Atzen durch Kathodenzerstauben). In einer Ausfiih-
rungsform durchdringt das Atzen der vertieften Berei-
che (222, 224, 226) modglicherweise nicht die
NiP-Schicht 215 bis zum Plattensubstrat 205, so
dass die NiP-Schicht 215 eine durchgangige Struktur
vertiefter Bereiche (222, 224, 226) und erhabener
Bereiche (221, 223, 225) bildet. Nachdem eine ge-
wiinschte Aussparungstiefe 216 erreicht worden ist,
kann dann die verbleibende Prageschicht 220 auf
den erhabenen Bereichen (221, 223, 225) der diskre-
ten Spur-Aufzeichnungsstruktur entfernt werden, bei-
spielsweise durch die zuvor in Bezug auf Fig. 2E dar-
gelegten Verfahren oder durch andere Verfahren, wie
Polieren (z.B. Fein-, Abtrags- und Grobpolieren).
Durch das Entfernen der Prageschicht 220 wird die
gesamte Oberflache der strukturierten NiP-Schicht
215 freigelegt, wie in Fig. 2G dargestellt.

[0036] Es ist zu beachten, dass die erhabenen Be-
reiche (221, 223, 225), entsprechend den Datenauf-
zeichnungsbereichen der Magnetscheibe, texturiert
sein kénnen, anstatt dass die gesamte NiP-Schicht
215 vor dem Beschichten mit der Prageschicht 220
zu texturiert ist, wie zuvor in Bezug auf Fig. 2B be-
sprochen. Ein beliebiges der zuvor beschriebenen
Texturierverfahren kann angewandt werden (z.B. me-
chanisches Texturieren und Lasertexturieren). Wie
zuvor besprochen, kann die NiP-Schicht 215 vor je-
dem Aufdrucken oder Atzen vorangehend texturiert
werden (z.B. wie in Bezug auf Fig. 2B beschrieben,
nach dem NiP-Plattieren des Plattensubstrats 205).
Es ist auBerdem zu beachten, dass verschiedene
Reinigungs- und / oder Poliervorgéange zwischen den
zuvor dargelegten Stufen ausgefihrt werden kénnen.
Beispielsweise konnen eine oder mehrere Poliervor-
gange (z.B. Fein-/Abtrags-, Grobpolieren) ausgefihrt
werden, um Unebenheiten von der Oberflache einer
oder mehrerer Schichten zu entfernen. Unebenhei-
ten, die auf der Oberflache einer beliebigen Schicht
vorhanden sind, kénnen nachteilige Auswirkungen
auf die Leistung der hergestellten Platte haben. Wird
die NiP-Schicht 215 nun mit einer diskreten Spur-Auf-
zeichnungsstruktur  strukturiert, kénnen andere
Schichten (z.B. eine Magnetschicht, Laminierungs-
schicht) uber der NiP-Schicht 215 angeordnet wer-
den, um den Plattenherstellungsprozess abzuschlie-
Ren.

[0037] Fig. 3A — 3F sind vergrofierte Querschnitts-
ansichten, die eine mogliche andere Ausfiihrungs-
form zum Bilden einer diskreten Spur-Aufzeich-
nungsstruktur auf einer NiP-Schicht einer Platte zur
magnetischen Langsaufzeichnung bilden. Dieses
Verfahren beinhaltet einen additiven Prozess, in dem
ein Werkstoff, der mit dem Werkstoff vertraglich oder
identisch ist, der die urspriingliche NiP-Schicht bildet,
hinzugeflgt oder als Beschichtung aufgebracht wird,

um die erhabenen Bereiche der diskreten Spur-Auf-
zeichnungsstruktur zu bilden. Die verschiedenen in
Fig. 3A - 3F dargestellten Schichten sind beispielhaft
und nicht auf richtige Grofen skaliert, so dass der
Strukturierungsprozess in der NiP-Schicht eindeutig
beschrieben werden kann.

[0038] Der in Fig. 3A — 3F dargestellte additive Pro-
zess ist dem in den Fig. 2A — 2G dargestellten sub-
traktiven Prozess in Bezug auf das Stempeln und At-
zen der Prageschicht 320 &hnlich, die Uber der
NiP-Schicht 315 angeordnet ist. Wie in Fig. 3A dar-
gestellt, beginnt der Prozess damit, dass die
NiP-Schicht 315 auf dem Plattensubstrat 305 ange-
ordnet wird (z.B, durch Elektroplattieren oder strom-
loses Plattieren). Anders als der zuvor beschriebene
subtraktive Prozess, ist das NiP-beschichtete Plat-
tensubstrat 305 an diesem Punkt nicht zwangslaufig
texturiert. Wie nachfolgend offensichtlich wird, erfor-
dert dieses Verfahren das Texturieren der endguiltig
erhabenen Bereiche der NiP-Schicht 315, nachdem
die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur gebildet
worden ist. Das Plattensubstrat 305 kann aus Werk-
stoffen bestehen, die den zuvor in Bezug auf das
Substrat 205 besprochenen Werkstoffen &ahnlich
sind.

[0039] Dann kann, wie in Fig. 3B dargestellt, ein
Plattensubstrat 305 mit einer Prageschicht 320 be-
schichtet werden, zum Beispiel mit einem Fotolack,
einem elektronenempfindlichen Lack oder anderen
Pragematerialien. Schleuderbeschichten, Tauchbe-
schichten und Spriihbeschichten sind nur einige Ver-
fahren zum Anordnen der Prageschicht 320 auf dem
Substrat 305. Andere Beschichtungsverfahren (z.B.
Atzen durch Kathodenzerstauben) und Prageschicht-
materialien (z.B. Farbstoff-Polymer) kdnnen verwen-
det werden, beispielsweise thermoplastische (z.B.
amorphe, teilkristalline, kristalline), warmehartbare
(z.B. Epoxidharze, Phenolharze Polysiloxane, Ormo-
sile, Sol-Gel) und strahlungshartbare (z.B. UV-hart-
bare, Elektronenstrahlhartbare) Polymere.

[0040] Als Nachstes, wie durch Fig. 3C dargestellt,
kann ein Stempel (nicht dargestellt) verwendet wer-
den, der eine diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur
zum Aufdrucken einer Prageschicht 320 aufweist, um
vertiefte Bereiche (322, 324, 326) und erhabene Be-
reiche (321, 323, 325) zu bilden. Wenn die Prage-
schicht 320 im Verhaltnis zur Tiefe der Stempelstruk-
tur dick ist, dringt der Aufdruck vom Stempel vermut-
lich nicht tief genug ein, als dass er die NiP-Schicht
315 erreicht. Wenn die Prageschicht 320 verhaltnis-
maRig dunn ist, kann sie wahlweise gestanzt werden,
um sehr wenig Pragematerial in den vertieften Berei-
chen (322, 324, 326) zu lassen. AnschlieRend kann
das Pragematerial in den vertieften Bereichen (322,
324, 326) entfernt werden, um die NiP-Schicht 315
freizulegen. Der Stempel, der verwendet wird, um die
Prageschicht 320 mit einer Struktur zu versehen,
kann eine Struktur aufweisen, die der auf der
NiP-Schicht 315 zu bildenden Struktur entspricht.
[0041] Als Nachstes kann, wie in Fig. 3D darge-
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stellt, das Prageschichtmaterial in den vertieften Be-
reichen (322, 324, 326) durch eine Anzahl von Atz-
verfahren (z.B. durch chemisches Atzen, Plasma-At-
zen, E-Strahl-Atzen, lonenstrahl-Atzen oder Atzen
durch Kathodenzerstauben) entfernt werden, so dass
Oberflachen einer NiP-Schicht 315 freigelegt wer-
den. Bei gewissen Arten des Atzens (z.B. chemisch)
kann das Prageschichtmaterial sowohl von den erha-
benen Bereichen (321, 323, 325), als auch von den
vertieften Bereichen (322, 324, 326) in ungefahr einer
ahnlichen Geschwindigkeit entfernt werden. Chemi-
sches Atzen entfernt die Prageschicht 320 sowohl in
den vertieften Bereichen (322, 324, 326), als auch in
den erhabenen Bereichen (321, 323, 325), bis die
NiP-Schicht 315 in den vertieften Bereichen (322,
324, 326) freigelegt wird, wie in Fig. 3D dargestellt.
[0042] Als Nachstes, wie in Fig. 3E dargestellt, kon-
nen die vertieften Bereiche (322, 324, 326) mit einem
Material platriert oder versehen werden (z.B. Elektro-
plattieren), das der NiP-Schicht 315 entspricht oder
mit ihr vertraglich ist, so dass vertiefte Bereiche (322,
324, 326) auf eine Ebene geflllt werden, die mit der
Oberflache der erhabenen Bereiche (321, 323, 325)
vergleichbar ist. Dann, wie in Fig. 3F dargestellt, kon-
nen die verbleibenden Segmente der Prageschicht
320 entfernt werden, beispielsweise durch chemi-
sches Atzen, so dass nur die NiP-Schicht 315 bleibt.
Bei Entfernen der Prageschicht 320, sind die Berei-
che 322, 324, 326, die einmal vertiefte Bereiche wa-
ren, nun erhabene Bereiche, welche die Datenbe-
reich der NiP-Schicht 315 bilden. Entsprechend sind
die Bereiche 321, 323, 325, welche die erhabenen
Bereiche bildeten (bis zum Plattieren der vertieften
Bereiche 322, 324, 326 in Fig. 3E) nun die vertieften
Bereiche, die zwischen erhabenen Bereichen 322,
324, 326 der DTR-Struktur angeordnet sind, wie in
Fig. 3F dargestellt.

[0043] In einer anderen mdglichen Ausfihrungs-
form, kénnen die erhabenen Bereiche (322, 324,
326) der Fig. 3F gebildet werden, indem zuerst ein
NiP-Material Gber der aufgedruckten Prageschicht
320 (z.B. in Fig. 3D) durch verschiedene Abschei-
dungsverfahren, wie chemische Dampfablagerung
(CVD), Kathodenzerstauben und lonenstrahlablage-
rung, angeordnet wird. Als Nachstes kann das Prage-
schichtmaterial gezielt durch eine Anzahl von Atzver-
fahren entfernt werden, die hier beschrieben werden
(z.B. chemisches Atzen). Dabei wird jedes NiP-Mate-
rial, das Uber der Prageschicht aufgebracht ist, ,ab-
gehoben", was die erhabenen Bereiche (322, 324,
326) und die vertieften Bereiche (32.1, 323, 325) der
Fig. 3F zur Folge hat.

[0044] Fig. 3F zeigt die endglltigen erhabenen Be-
reiche (322, 324, 326) texturiert. Anders als das in
Bezug auf Fig. 2A — 2G beschriebene Verfahren,
wirde das Texturieren der NiP-Schicht 315 vor dem
Anordnen der Prageschicht 320 die texturierten Be-
reiche in den endgiiltig erhabenen Bereichen (322,
324, 326) nicht erhalten. Ein beliebiges der zuvor be-
schriebenen Texturierverfahren kann angewandt

werden (z.B. mechanisches Texturieren und Laser-
texturieren). Es ist auRerdem zu beachten, dass ver-
schiedene Reinigungs- und / oder Poliervorgange
zwischen den zuvor dargelegten Stufen ausgefiihrt
werden koénnen. Beispielsweise kdnnen eine oder
mehrere Poliervorgange (z.B. Fein-/Abtrags-, Grob-
polieren) ausgefiihrt werden, um Unebenheiten von
der Oberflache einer oder mehrerer Schichten zu ent-
fernen. Wird die NiP-Schicht 315 nun mit einer dis-
kreten Spur-Aufzeichnungsstruktur strukturiert, kon-
nen andere Schichten (z.B. eine Magnetschicht, La-
minierungsschicht) Gber der NiP-Schicht 315 ange-
ordnet werden, um eine Platte zur magnetischen
Langs- oder Senkrechtaufzeichnung zu bilden.
[0045] Der Prozess des Bildens einer diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur, die in Fig. 2A — 2G dar-
gestellt ist, weicht von dem in Fig. 3A — 3F dargestell-
ten und beschriebenen Prozess in der Form ab, dass
die erstere die vertieften Bereiche der NiP-Schicht
durch Atzen in die NiP-Schicht bildet, um das Materi-
al zu entfernen, aus dem die NiP-Schicht besteht.
Das anfangliche Stempeln der Prageschicht dient als
Schablone, die den erhabenen und vertieften Berei-
chen entspricht. In dem durch die Fig. 3A — 3F be-
schriebenen Verfahren bilden die anfanglich vertief-
ten Aufdrucke, die durch einen Stempel gebildet wer-
den (z.B. die in Fig. 3C dargestellten vertieften Berei-
che 322, 324, 326), was spater schliellich zu den er-
habenen Datenbereiche 322, 324, 326 wird (wie in
Fig. 3F dargestellt). Somit kann der Stempel, der
zum Bilden des in Fig. 3C dargestellten Abdrucks
verwendet wird, verglichen mit den erhabenen Berei-
chen grof3ere vertiefte Bereiche bilden, weil schlief3-
lich vertiefte Bereiche, welche zu erhabenen Daten-
bereichen der NiP-Schicht werden, ausgedehnter
sein sollten, als die vertieften Bereiche.

[0046] Fig. 4A — 4G sind vergroRerte Querschnitts-
ansichten, die eine beispielhafte Ausfihrungsform ei-
nes Verfahrens zum Bilden einer diskreten Spur-Auf-
zeichnungsstruktur auf einem Substrat fir eine mag-
netische Aufzeichnungsplatte darstellen. Zur besse-
ren Erklarung sind die in Fig. 4A — 4G dargestellten
verschiedenen Schichten beispielhaft und dirfen
nicht auf stellvertretende GroéRen skaliert werden.
Wie zuvor besprochen, kdnnen Werkstoffe, wie Glas,
fur das Plattensubstrat verwendet werden. Substrat-
platten, die aus Werkstoffen, wie Glas, aufgebaut
sind, haben maoglicherweise keine NiP-Plattierung,
weil der Werkstoff selbst mechanische Abstiitzung
fur anschlieBende Texturier-, Polier- und / oder Struk-
turierungsprozesse bietet. Mit solchen Substraten
kann die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur direkt
in das Substrat geformt werden. Das Verfahren zum
Bilden der DTR-Struktur in einem Substrat kann dem
subtraktiven Verfahren, das zuvor in Bezug auf
Fig. 2A — 2G besprochen wurde, ahnlich sein (d.h.
zum Strukturieren einer NiP-Schicht). Wie in Fig. 4A
dargestellt, beginnt der Strukturierungsprozess mit
einem plattenférmigen (z.B. Glas) Substrat 405. Das
Plattensubstrat 405 kann poliert und geebnet wer-
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den. In einer Ausfiihrungsform kann das Plattensub-
strat 405 poliert werden, beispielsweise durch einen
gleichmaRigen Atzvorgang. In mdglichen anderen
Ausfuhrungsformen kénnen andere Poliertechniken
verwendet werden. Wahlweise kann das Plattensub-
strat 405 nicht poliert sein. Als Nachstes, wie in
Fig. 4B dargestellt, kann das Plattensubstrat 405 an-
isotrop mit einer Struktur texturiert sein, durch ver-
schiedene Verfahren, wie zuvor besprochen. Wahl-
weise kann das Texturieren des Plattensubstrats
405, wie nachfolgend beschrieben, ausgefiihrt wer-
den, nachdem die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruk-
tur gebildet worden ist.

[0047] Als Nachstes kann dann, wie in Fig. 4C dar-
gestellt, das Plattensubstrat 405 mit einer Prage-
schicht 420 beschichtet werden, zum Beispiel mit ei-
nem Fotolack, einem elektronenempfindlichen Lack
oder anderen Pragematerialien. Schleuderbeschich-
ten, Tauchbeschichten und Spriihbeschichten sind
nur einige Verfahren zum Anordnen der Prageschicht
420 auf einem Substrat 405. Andere Beschichtungs-
verfahren und Prageschichtmaterialien, wie zuvor
beschrieben, kdnnen verwendet werden.

[0048] Als Nachstes wird, wie in Fig. 4D dargestellt,
die Prageschicht 420 mit einer Struktur vertiefter Be-
reiche (422, 424, 426) und erhabener Bereiche (421,
423, 425) aufgedruckt. Das Stempeln der Prage-
schicht 420 kann beispielsweise durch Nano-Druckli-
thografie-Techniken erfolgen, die im Fachgebiet wohl
bekannt sind. In einer Ausfuhrungsform kann ein
Stempel (nicht dargestellt), der eine diskrete
Spur-Aufzeichnungsstruktur aufweist, zum Drucken
der Prageschicht 420 verwendet werden, um vertief-
te Bereiche (422, 424, 426) und erhabene Bereiche
(421, 423, 425) zu bilden. Wegen der Dicke der Pra-
geschicht 420 ist es nicht wahrscheinlich dass der
Aufdruck erhabener und vertiefter Bereiche in das
Substrat 405 gepresst wird. Der Stempel, der zum
Strukturieren der Prageschicht 420 verwendet wird,
weist den umgekehrten oder negativen Abdruck der
gewunschten zu bildenden Struktur auf (d.h. die dis-
krete Spur-Aufzeichnungsstruktur auf dem Substrat
405).

[0049] Als Nachstes kann, wie in Fig. 4E darge-
stellt, die Prageschicht 420 geatzt werden, um die ab-
wechselnd vertieften Bereiche (422, 424, 426) und
erhabenen Bereiche (421, 423, 425) zu bestimmen,
welche die Grundlage fir die diskrete Spur-Aufzeich-
nungsstruktur auf dem Substrat 405 bilden. In einer
Ausfuhrungsform kann eine Reihe oder ein schritt-
weiser Prozess von Atzverfahren auf der Prage-
schicht 420 und dem Substrat 405 ausgefiihrt wer-
den, um das gewinschte Spurmuster zu bilden. Die
Prageschicht 420 dient als Schablone, welche das
Substrat 405 in Bereichen Uber die vertieften Berei-
che (422, 424, 426) der vom Stempel gebildeten
Struktur hinaus freilegt. In einer Ausfihrungsform
wird Plasma-Atzen angewandt, um das Material der
Prageschicht 420 in den vertieften Bereichen (422,
424, 426) hinunter bis zum Substrat 405 zu entfer-

nen. Wahlweise kdénnen andere Atzverfahren ange-
wandt werden, um die Prageschicht 420 in zumindest
den vertieften Bereichen zu entfernen, zum Beispiel
unter Anwendung von chemischem Atzen, Elektro-
nenstrahl (E-Strahl)-Atzen, lonenstrahl-Atzen (passiv
oder reaktiv), Atzen durch Kathodenzerstauben und
Plasma-Atzen mit reaktiven Gasen. Bei bestimmten
Arten des Atzens (z.B. chemisch) kann das Prage-
schichtmaterial sowohl von den erhabenen Berei-
chen (421, 423, 425), als auch von den vertieften Be-
reichen (422, 424, 426) in ungefahr einer dhnlichen
Geschwindigkeit entfernt werden. Chemisches Atzen
entfernt die Prageschicht 420 sowohl in den vertief-
ten Bereichen (422, 424, 426), als auch in den erha-
benen Bereichen (421, 423, 425), bis das Substrat
405 in den vertieften Bereichen (422, 424, 426) frei-
gelegt ist, wie in Fig. 4E dargestellt.

[0050] Als Nachstes, wie in Fig. 4F dargestellt, wer-
den die vertieften Bereiche (422, 424, 426), des Sub-
strats 405 weiter geétzt (z.B. durch chemisches At-
zen, E-Strahl-Atzen, lonenstrahl-Atzen und Atzen
durch Kathodenzerstauben). In einer Ausfiihrungs-
form durchdringt das Atzen der vertieften Bereiche
(422, 424, 426) moglicherweise nicht vollstandig das
Substrat 405, so dass das Substrat 405 eine durch-
gangige Struktur vertiefter Bereiche (422, 424, 426)
und erhabener Bereiche (421, 423, 425) bildet. Nach-
dem eine gewinschte vertiefte Tiefe erreicht worden
ist, kann die verbleibende Prageschicht 420 auf den
erhabenen Bereichen (421, 423, 425) der diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur dann entfernt werden,
beispielsweise durch die zuvor in Bezug auf Fig. 4E
besprochenen Verfahren. Durch Entfernen der Pra-
geschicht 420 wird die gesamte Oberflache des Sub-
strats 405 freigelegt, wie in Fig. 4G dargestellit.
[0051] Es ist zu beachten, dass die erhabenen Be-
reiche (421, 423, 425), entsprechend den Datenauf-
zeichnungsbereiche der Magnetscheibe, an diesem
Punkt texturiert sein kénnen, anstatt dass das ge-
samte Substrat 405 vor dem Beschichten mit der Pra-
geschicht 420 texturiert wird, wie zuvor in Bezug auf
Fig. 4B besprochen. Die zuvor beschriebenen Textu-
rierverfahren kénnen angewandt werden (z.B. me-
chanisches Texturieren und Lasertexturieren). Wie
zuvor besprochen, kann das Substrat 405 vor jedem
Aufdrucken oder Atzen texturiert werden (z.B. wie in
Bezug auf Fig. 4B beschrieben). Wie zuvor ange-
merkt, kdnnen verschiedene Reinigungs- und / oder
Poliervorgange zwischen den verschiedenen Stufen
ausgefuhrt werden. Wird das Substrat 405 nun mit ei-
ner diskreten Spur-Aufzeichnungsstruktur strukturiert
und texturiert, kdnnen Schichten (z.B. eine Magnet-
schicht) Uber dem Substrat 405 angeordnet werden,
um eine Platte zur magnetischen Langs- oder Senk-
rechtaufzeichnung zu bilden.

[0052] Fig. 5A — 5F sind vergroRerte Querschnitts-
ansichten, die eine andere mogliche Ausfiihrungs-
form zum Bilden einer diskreten Spur-Aufzeich-
nungsstruktur auf einem Substrat einer magneti-
schen Aufzeichnungsplatte darstellen. Dieses Ver-
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fahren umfasst einen additiven Prozess, in dem ein
Material, das vertraglich oder identisch mit Material
ist, welches das Substrat bildet, hinzugefiigt oder als
Beschichtung aufgetragen wird, um die erhabenen
Bereiche der diskreten Spur-Aufzeichnungsstruktur
zu bilden. Die verschiedenen in Fig. 5A — 5F darge-
stellten Schichten sind beispielhaft und nicht auf rich-
tige GroRen skaliert, so dass der Strukturierungspro-
zess des Substrats eindeutig beschrieben werden
kann.

[0053] Der in den Fig. 5A — 5F dargestellte additive
Prozess ist dem in den Fig. 4A — 4G dargestellten
subtraktiven Prozess in Bezug auf das Stempeln und
Atzen der Prageschicht 520, die (iber dem Substrat
505 angeordnet ist, ahnlich. Wie in Fig. 5A darge-
stellt, beginnt der Prozess mit dem Substrat 505. An-
ders als der zuvor beschriebene subtraktive Prozess,
wird das Substrat 505 an diesem Punkt nicht zwangs-
laufig texturiert. Wie nachfolgend offensichtlich wird,
erfordert dieses Verfahren das Texturieren der end-
glltig erhabenen Bereiche des Substrats 505, nach-
dem die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur gebil-
det worden ist.

[0054] Dann kann, wie in Fig. 5B dargestellt, das
Plattensubstrat 505 mit einer Prageschicht 520 be-
schichtet werden, zum Beispiel mit einem Fotolack,
einem elektronenempfindlichen Lack oder anderen
Pragematerialien. Schleuderbeschichten, Tauchbe-
schichten und Spruhbeschichten sind nur einige Ver-
fahren zum Anordnen der Prageschicht 520 auf dem
Substrat 505. Andere Beschichtungsverfahren und
Prageschichtmaterialien kénnen verwendet werden,
wie zuvor besprochen. Als Nachstes, wie durch
Fig. 5C dargestellt, kann ein Stempel (nicht darge-
stellt) verwendet werden, der eine diskrete Spur-Auf-
zeichnungsstruktur zum Aufdrucken einer Prage-
schicht 520 aufweist, um vertiefte Bereiche (522,
524, 526) und erhabene Bereiche (521, 523, 525) zu
bilden. Wenn die Prageschicht 520 im Verhaltnis zur
Tiefe der Stempelstruktur dick ist, dringt der Aufdruck
vom Stempel vermutlich nicht tief genug ein, als dass
er das Substrat 505 erreicht. Wenn die Prageschicht
520 verhaltnismaRig dinn ist, kann sie wahlweise ge-
stanzt werden, um sehr wenig Pragematerial in den
vertieften Bereichen (522, 524, 526) zu lassen. An-
schlieRend kann das Pragematerial in den vertieften
Bereichen (522, 524, 526) entfernt werden, um das
Substrat 505 freizulegen. Der Stempel, der verwen-
det wird, um die Prageschicht 520 mit einer Struktur
zu versehen, kann eine Struktur aufweisen, die der
auf dem Substrat 505 zu bildenden Struktur ent-
spricht.

[0055] Als Nachstes kann, wie in Fig. 5D darge-
stellt, das Prageschichtmaterial in den vertieften Be-
reichen (522, 524, 526) durch eine Anzahl von Atz-
verfahren (z.B. durch chemisches Atzen, Plasma-At-
zen, E-Strahl-Atzen, lonenstrahl-Atzen oder Atzen
durch Kathodenzerstauben) entfernt werden, so dass
die Oberflachen des Substrats 505 freigelegt werden.
Bei bestimmten Arten des Atzens (z.B. chemisch)

kann das Prageschichtmaterial sowohl von den erha-
benen Bereichen (521, 523, 525), als auch von den
vertieften Bereichen (522, 524, 526) in ungefahr einer
ahnlichen Geschwindigkeit entfernt werden. Chemi-
sches Atzen entfernt die Prageschicht 520 sowohl in
den vertieften Bereichen (522, 524, 526), als auch in
den erhabenen Bereichen (521, 523, 525), bis das
Substrat 505 in den vertieften Bereichen (522, 524,
526) freigelegt wird, wie in Fig. 5D dargestellt.
[0056] Als Nachstes, wie in Fig. 5E dargestellt, kon-
nen die vertieften Bereiche (522, 524, 526) mit einem
Material plattiert werden (z.B. Elektroplattieren oder
stromloses Plattieren), das identisch mit dem Subst-
rat 505 ist oder mit ihm vertraglich ist, so dass vertief-
te Bereiche (522, 524, 526) auf eine Ebene gefillt
werden, die mit der Oberflache der erhabenen Berei-
che (521, 523, 525) vergleichbar ist. Dann, wie in
Fig. 5F dargestellt, kénnen die verbleibenden Seg-
mente der Prageschicht 520 entfernt werden, bei-
spielsweise durch chemisches Atzen, so dass nur
das Substrat 505 bleibt. Bei Entfernen der Prage-
schicht 520, sind die Bereiche 522, 524, 526, die ein-
mal vertiefte Bereiche waren, nun erhabene Berei-
che, welche die Datenbereich des Substrats 505 bil-
den. Entsprechend sind die Bereiche 521, 523, 525,
welche die erhabenen Bereiche bildeten (bis zum
Plattieren der vertieften Bereiche 522, 524, 526 in
Fig. 5E) nun die vertieften Bereiche, die zwischen er-
habenen Bereichen 522, 524, 526 der DTR-Struktur
angeordnet sind, wie in Fig. 5F dargestellt.

[0057] In einer anderen mdglichen Ausfihrungs-
form kénnen die erhabenen Bereiche (522, 524, 526)
von Fig. 5F gebildet werden, indem zuerst ein Subst-
ratmaterial Uber der aufgedruckten Prageschicht 520
angeordnet wird (z.B. in Fig. 5D), durch verschiede-
ne Abscheidungsverfahren, wie zuvor besprochen.
Als Nachstes kann das Substratmaterial gezielt
durch eine Anzahl von Atzverfahren entfernt werden,
die hier beschrieben werden (z.B. Plasma-Atzen).
Dabei wird jedes Substratmaterial, das tber der Pra-
geschicht aufgebracht ist, ,abgehoben", was die er-
habenen Bereiche (522, 524, 526) und die vertieften
Bereiche (521, 523, 525) der Fig. 5F zur Folge hat.
[0058] Fig. 5F zeigt die endgliltigen erhabenen Be-
reiche (522, 524, 526) texturiert. Anders als das in
Bezug auf die Fig. 4A — 4G beschriebene Verfahren,
wilrde das Texturieren des Substrats 505 vor dem
Anordnen der Prageschicht 520 die texturierten Be-
reiche in den endgultig erhabenen Bereichen (522,
524, 526) nicht erhalten. Die zuvor beschriebenen
Texturierverfahren kénnen angewandt werden. Wie
auch zuvor angemerkt, kdnnen verschiedene Reini-
gungs- und / oder Poliervorgange zwischen den ver-
schiedenen Stufen ausgefiihrt werden. Wird das
Substrat 505 nun mit einer diskreten Spur-Aufzeich-
nungsstruktur strukturiert, kdnnen andere Schichten
(z.B. eine Magnetschicht, Laminierungsschicht) tber
dem Substrat 505 angeordnet werden, um eine Platte
zur magnetischen Langs- oder Senkrechtaufzeich-
nung zu bilden.
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[0059] Fig. 6 ist ein Querschnitt, der eine Ausfih-
rungsform einer Platte zur magnetischen Langsauf-
zeichnung 600 darstellt, die eine strukturierte
NiP-Schicht 620 besitzt, die Uber dem Plattensubst-
rat 610 angeordnet ist. In einer Ausfuhrungsform wird
eine texturierte diskrete Spurstruktur auf der
NiP-Schicht 620 erzeugt, wie zuvor besprochen.
Nachdem die strukturierte NiP-Schicht 620 texturiert
ist, (z.B. durch die zuvor in Bezug auf die Fig. 2A -
2G oder 3A - 3F beschriebenen Verfahren), kénnen
zusatzliche Schichten, wie eine Magnetschicht 630
Uber der NiP-Schicht 620 gebildet werden, um eine
magnetische Aufzeichnungsplatte zu bilden. In einer
Ausfuhrungsform kénnen auch eine oder mehrere
Schichten 625 zwischen der NiP-Schicht 620 und der
Magnetschicht 630 angeordnet werden (z.B. eine
Unterschicht und / oder eine Zwischenschicht), um
ein gewisses kristallografisches Wachstum innerhalb
der Magnetschicht 630 zu ermdglichen. Beispielswei-
se kann eine Zwischenschicht und / oder eine Unter-
schicht auf der NiP-Schicht 620 angeordnet sein, um
eine Flache zu bieten, auf der die Magnetschicht 630
epitaxial aufwachsen kann, um die Kristallmorpholo-
gie und die Kristallorientierung zu steuern, um ein
zweidimensionales isottopes Medium zu erhalten.
Diese Schichten kdnnen aus Werkstoffen bestehen,
die eine ziemlich gute Gitteranpassung in Bezug auf
den fir die Magnetschicht 630 verwendeten Werk-
stoff bieten. Solche Schichten sind im Fachgebiet be-
kannt; entsprechend werden diese hier nicht ausfiihr-
lich behandelt.

[0060] Die Platte 600 kann aulRerdem eine oder
mehrere Schichten 640 umfassen, die oben auf der
Magnetschicht 630 angeordnet sind. Zum Beispiel
kann eine Schutzschicht (z.B. Schicht 640) oben auf
der Magnetschicht 630 aufgebracht sein, um ausrei-
chend Eigenschaften zu bieten, um die tribologi-
schen Anforderungen, wie Kontakt-Start-Stop (KSS)
und Korrosionsschutz, zu erfiillen. Vorherrschende
Werkstoffe fur die Schutzschicht sind Kohle-basierte
Werkstoffe, wie wasserstoffhaltige oder stickstoffhal-
tige Kohle. Ein Schmiermittel kann oben auf die
Schutzschicht aufgebracht werden, um die tribologi-
sche Leistung weiter zu verbessern, beispielsweise
ein Perfluoropolyether- oder Phosphazen-Schmier-
mittel. Schutz- und Schmierschichten sind im Fach-
gebiet wohl bekannt; entsprechend werden diese
hier nicht ausfiihrlich besprochen.

[0061] Fig. 7 ist ein Querschnitt, der eine Ausfih-
rungsform einer Platte zur magnetischen Senk-
rechtaufzeichnung 700 darstellt, die ein strukturiertes
Substrat 710 besitzt. In einer Ausfliihrungsform wird
eine texturierte diskrete Spurstruktur auf dem Subst-
rat 710 erzeugt, wie zuvor besprochen. Nachdem das
strukturierte Substrat 710 texturiert ist (z.B. durch die
zuvor in Bezug auf die Fig. 4A — 4G oder 5A — 5F be-
schriebenen Verfahren), kdnnen zusatzliche Schich-
ten, wie eine Magnetschicht 730, Uber dem Substrat
710 gebildet werden, um eine magnetische Aufzeich-
nungsplatte zu bilden. In einer Ausfiihrungsform,

kénnen auch eine oder mehrere Schichten 720, 725
zwischen dem Substrat 710 und der Magnetschicht
730 angeordnet werden (z.B. eine Unterschicht und /
oder eine Zwischenschicht), um ein gewisses kristal-
lografisches Wachstum innerhalb der Magnetschicht
730 zu ermoglichen. Beispielsweise kann eine Zwi-
schenschicht und / oder eine Unterschicht auf dem
Substrat angeordnet werden, um eine Oberflache zu
bieten, auf welcher die Magnetschicht 730 zur Steu-
erung der Kristallmorphologie und Ausrichtung epita-
xial aufwachsen kann, um ein zweidimensionales
isotropes Medium zu erhalten. Diese Schichten kon-
nen aus Werkstoffen bestehen, die eine ziemlich gute
Gitteranpassung in Bezug auf den fir die Magnet-
schicht 730 verwendeten Werkstoff bieten. Magnet-
schichten sind im Fachgebiet bekannt; entsprechend
werden diese hier nicht ausfihrlich behandelt. Die
Platte 700 kann auferdem eine oder mehrere
Schichten 740 umfassen, die oben auf der Magnet-
schicht 730 angeordnet sind. Zum Beispiel kann eine
Schutzschicht (z.B. Schicht 740) oben auf der Mag-
netschicht 730 aufgebracht sein, um ausreichend Ei-
genschaften zu bieten, um die tribologischen Anfor-
derungen, wie Kontakt-Start-Stop (KSS) und Korrosi-
onsschutz, zu erflllen.

[0062] Ein Substrat, das eine diskrete Spur-Auf-
zeichnungsstruktur besitzt, kann in Systemen zur
magnetischen Senkrechtaufzeichnung verwendet
werden. In Systemen zur magnetischen Senk-
rechtaufzeichnung werden die aufgezeichneten Bits
als antiparallele Magnete in Bezug zu einander ange-
ordnet und werden normal zur Oberflachenebene
des magnetischen Mediums aufgezeichnet. Der An-
ziehungskraft der magnetischen Pole nachkom-
mend, werden Aufzeichnungen in hoher Aufzeich-
nungsdichtekohdsion angezogen, anstatt entmagne-
tisiert zu werden. Im Gegensatz dazu entmagnetisie-
ren herkdmmliche Systeme zur magnetischen
Langsaufzeichnung unter Abstof3ungskraften. Ein
System zur magnetischen Senkrechtaufzeichnung
besitzt daher eine langere Aufzeichnungskapazitat
im Vergleich zu einem System zur magnetischen
Langsaufzeichnung. Systeme zur magnetischen
Senkrechtaufzeichnung beinhalten typischer Weise
eine hartmagnetische Aufzeichnungsschicht und
eine weichmagnetische Unterschicht, welche einen
Kraftlinienweg vom nacheilenden Schreib-Pol zum
voreilenden Gegenpol des Schreibers bereit stellen.
Fig. 8A - 8B sind vergréRerte Querschnittsansichten,
die eine beispielhafte Ausfihrungsform eines Verfah-
rens zum Anordnen einer weichmagnetischen Unter-
schicht auf einem strukturierten Substrat darstellen.
Fig. 8A stellt ein Substrat 805 dar, das eine diskrete
Spur-Aufzeichnungsstruktur besitzt, die darin gebil-
det ist. In einer Ausfuhrungsform kann das struktu-
rierte Substrat 805 durch den subtraktiven Prozess
gebildet werden, der zuvor in Bezug auf die Fig. 4A —
4G beschrieben wird. In einer weiteren mdglichen
Ausfuhrungsform kann das strukturierte Substrat 805
durch den additiven Prozess gebildet werden, der zu-
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vor in Bezug auf die Fig. 5A — 5F beschrieben wird.
In einer anderen Ausfihrungsform kann das struktu-
rierte Substrat 805 auch texturiert werden (z.B. wie
zuvor durch 405, 505 dargestellt). Fig. 8B stellt eine
weichmagnetische Unterschicht 810 dar, welche auf
dem strukturierten Substrat 805 angeordnet ist. Die
weichmagnetische Unterschicht 810 kann dinn ge-
nug auf dem Substrat 805 angeordnet werden, um
die Struktur der vertieften Bereiche (d.h. Spurrillen)
zu erhalten. Die weichmagnetische Unterschicht 810
kann uber dem Substrat 805 durch eines der zuvor
beschriebenen Verfahren angeordnet werden.
[0063] Fig. 9 ist ein Querschnitt, der eine Ausfih-
rungsform einer Platte zur magnetischen Senk-
rechtaufzeichnung 900 darstellt, welche ein struktu-
riertes Substrat 910 besitzt. Eine diskrete Spurstruk-
tur wird auf dem Substrat 910 erzeugt, wie zuvor be-
sprochen. Nachdem eine weichmagnetische Unter-
schicht 920 auf dem Substrat 910 angeordnet ist,
kénnen zusatzliche Schichten, wie eine Magnet-
schicht 930 Uber dem Substrat 910 gebildet werden,
um eine Platte zur magnetischen Senkrechtaufzeich-
nung zu erzeugen. Eine oder mehrere Schichten 925
kdnnen auch zwischen dem Substrat 910 und der
Magnetschicht 930 (z.B. eine Zwischenschicht) an-
geordnet werden, um ein gewisses kristallografi-
sches Wachstum innerhalb der Magnetschicht 930
zu ermoglichen. Diese Schichten kénnen aus Materi-
alien bestehen, die eine ziemlich gute Gitteranpas-
sung fur das fur die Magnetschicht 930 verwendete
Material bieten. Die Platte 900 kann auch eine oder
mehrere Schichten 940 oben auf der Magnetschicht
930 umfassen. Beispielsweise kann eine Schutz-
schicht (z.B. Schicht 940) oben auf der Magnet-
schicht 930 angeordnet werden, um ausreichend Ei-
genschaften bereit zu stellen, um die tribologischen
Anforderungen, wie Kontakt-Start-Stop (KSS) und
Korrosionsschutz, zu bieten.

[0064] In einer Ausflihrungsform kann das Platten-
substrat 910, das zu Erzeugen einer Platte zur mag-
netischen Senkrechtaufzeichnung 900 verwendet
wird, texturiert werden, zum Beispiel um das Sig-
nal-Rausch-Verhaltlnis (SNR) und die Warmebestan-
digkeit der magnetischen Aufzeichnungsplatte zu
verbessern. Das Texturieren eines Substrats sowohl
fur die Platte zur magnetischen Langsaufzeichnung,
als auch fur die Platte zur magnetischen Senk-
rechtaufzeichnung kann das Signal-Rausch-Verhalt-
nis und die Warmebestandigkeit verbessern, indem
die Steuerung der KristallgréRe und der Kristallgro-
Renabweichung in den Filmschichten tber dem Sub-
strat ermdglicht wird. Obgleich die Plattenlauf-
werk-Elektronik und der Kanal, der zur Verarbeitung
des magnetischen Signals verwendet wird, zum Sig-
nal-Rausch-Verhaltnis beigetragen, gibt es auch ein
Eigenrauschen vom Medium selbst, das auf ein Min-
destmal herab gesetzt werden sollte. Ein grof3er Bei-
trag zum Medienrauschen wird von der magneti-
schen Austauschwechselwirkung zwischen den Teil-
chen (oder zwischen den Kristallen) erzeugt, die

durch Isolieren der magnetischen Kristalle von einan-
der durch ein oder mehrere nicht-magnetische Ele-
mente oder Verbindungen unterdriickt werden kann.
Eine weitere Quelle von Medien-Eigenrauschen ist
jedoch die Kristallgrofie und die Abweichung des ma-
gnetischen Korns. Das Texturieren eines Substrats,
sowohl fur Platten zur magnetischen Langsaufzeich-
nung, als auch zur magnetischen Senkrechtaufzeich-
nung kann das Steuern der KristallgréRe, der Abstan-
de und der Abweichung der Kérner in den Film-
schichten (z.B. Zwischenschicht, Unterschicht und /
oder Keimbildungsschicht), die tUber dem Substrat
angeordnet sind, verbessern und dadurch die Mag-
netschicht.

[0065] In einer moglichen anderen Ausflihrungs-
form kann die weichmagnetische Unterschicht, die
Uber dem Plattensubstrat angeordnet ist, poliert und
/ oder texturiert werden. Die weichmagnetische Un-
terschicht kann mit einer Struktur texturiert werden,
durch verschiedene Verfahren, wie mechanisches
Texturieren, unter Verwendung von festen oder freien
Schleifteilchen (z.B. Diamant). Wahlweise kénnen
andere Arten von Texturierverfahren, wie Lasertextu-
rieren, verwendet werden, um die weichmagnetische
Unterschicht zu texturieren. In einer Ausflihrungs-
form kann das Texturieren der weichmagnetischen
Unterschicht zusatzlich zum Texturieren einer
NiP-Schicht erfolgen, die tGber dem Substrat ange-
ordnet ist. In einer Ausfuhrungsform, in der die
NiP-Schicht fehlt, kann das Substrat poliert und / oder
texturiert sein. In noch einer anderen Ausfiihrungs-
form, kann eine dinne NiP-Schicht auf einer weich-
magnetischen Unterschicht angeordnet sein und po-
liert und / oder texturiert sein. Eine polierte und / oder
texturierte NiP-Schicht kann zusatzlich zu einer (po-
lierten und / oder texturierten) NiP-Schicht iber dem
Substrat aufgebracht sein.

[0066] Fig. 10 stellt ein Plattenlaufwerk mit einer
Platte (z.B. die Platte 600, 700 oder 900) dar. Das
Plattenlaufwerk 1000 kann eine oder mehrere Platten
1030 zum Speichern von Datenelementen umfassen.
Die Platte(n) 1030 befindet / befinden sich auf einer
Spindelbaugruppe 1060, die auf dem Laufwerksge-
hause 1080 angebracht ist. Datenelemente kénnen
entlang Spuren in der magnetischen Aufzeichnungs-
schicht einer Platte gespeichert werden. Das Lesen
und Schreiben der Datenelemente erfolgt durch ei-
nen Kopf 1050, der verwendet wird, um die Eigen-
schaften der Magnetschicht zu verandern. Ein Spin-
delmotor (nicht dargestellt) dreht die Spindelbau-
gruppe 1060 und dadurch die Platte 1030, um den
Kopf 1050 an einer besonderen Stelle entlang einer
gewinschten Plattenspur zu positionieren. Die Lage
des Kopfes 1050 in Bezug zur Platte 600 kann durch
die Lagesteuerungs-Schaltungsanordnung 1070 ge-
steuert werden.

[0067] In der zuvor genannten Beschreibung ist die
Erfindung in Bezug auf typische beispielhafte Aus-
fuhrungsformen derselben beschrieben worden. Es
ist jedoch offensichtlich, dass verschiedene Abwand-
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lungen und Anderungen an ihr vorgenommen wer-
den kénnen, ohne vom weiteren Gedanken und Um-
fang der Erfindung, wie in den anhdngenden Anspru-
chen festgelegt, abzuweichen. Entsprechend sind
die Beschreibung und die Figuren eher als Veran-
schaulichung, als Einschréankung zu verstehen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer magnetischen
Aufzeichnungsplatte, wobei das Verfahren umfasst:
Das Anordnen einer magnetischen Aufzeichnungs-
schicht Uber einem Substrat; und das Bilden einer
diskreten Spur-Aufzeichnungsstruktur auf dem Sub-
strat.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bilden
einen subtraktiven Prozess umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Bilden
weiterhin umfasst:
Das Beschichten des Substrats mit einer Prage-
schicht; und
Das Aufdrucken der Prageschicht mit der diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Aufdru-
cken Drucklithografie umfasst.

5. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Bilden
weiterhin das Atzen der Prégeschicht hinunter bis
zum Substrat umfasst, um eine erste Vielheit erhabe-
ner Bereiche und vertiefter Bereiche zu bilden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Bilden
weiterhin das Atzen in das Substrat umfasst, um eine
zweite Vielheit erhabener Bereiche und vertiefter Be-
reiche in dem Substrat zu bilden, welches die diskre-
te Spur-Aufzeichnungsstruktur bildet.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Bilden
weiterhin das Entfernen der Prageschicht umfasst.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Bilden
weiterhin das Polieren des Substrats nach dem Ent-
fernen der Prageschicht umfasst.

9. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Bilden
weiterhin das Texturieren des Substrats nach dem
Entfernen der Prageschicht umfasst.

10. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Bilden
weiterhin das Polieren des Substrats vor dem Be-
schichten des Substrats mit der Prageschicht um-
fasst.

11. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Bilden
weiterhin das Texturieren des Substrats vor dem Be-
schichten des Substrats mit der Prageschicht um-
fasst.

12. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Bilden
weiterhin das Anordnen eines weichmagnetischen
Unterschichtmaterials Uber der zweiten Vielheit erha-
bener Bereiche und vertiefter Bereiche im Substrat
umfasst.

13. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bilden
einen additiven Prozess umfasst.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Bil-
den weiterhin umfasst:
das Beschichten des Substrats mit einer Prage-
schicht; und das Aufdrucken der diskreten Spur-Auf-
zeichnungsstruktur auf die Prageschicht.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Auf-
drucken Drucklithografie umfasst.

16. Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Bil-
den weiterhin das Atzen der Prageschicht hinunter
bis zum Substrat umfasst, um eine erste Vielheit er-
habener Bereiche und vertiefter Bereiche zu bilden.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Bil-
den weiterhin das Anordnen der ersten Vielheit ver-
tiefter Bereiche mit einem Substratmaterial zum Bil-
den einer zweiten Vielheit erhabener und vertiefter
Bereiche im Substrat umfasst, welches die diskrete
Spur-Aufzeichnungsstruktur bildet.

18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das An-
ordnen weiterhin Elektroplattieren umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das An-
ordnen weiterhin stromloses Plattieren umfasst.

20. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Bil-
den weiterhin das Entfernen der Prageschicht um-
fasst.

21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren des Substrats umfasst.

22. Verfahren nach Anspruch 21, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren des Substrats umfasst.

23. Verfahren nach Anspruch 20, wobei das Bil-
den weiterhin das Anordnen eines weichmagneti-
schen Unterschichtmaterials Uber der zweiten Viel-
heit erhabener Bereiche und vertiefter Bereiche im
Substrat umfasst.

24. Verfahren nach Anspruch 15, weiterhin um-
fassend das Anordnen eines Substratmaterials auf
der ersten Vielheit erhabener und vertiefter Bereiche
durch Vakuumbedampfung.

25. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren einer Oberflache des
weichmagnetischen Unterschichtmaterials umfasst.
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26. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren einer Oberflache des
weichmagnetischen Unterschichtmaterials umfasst.

27. Magnetische Aufzeichnungsplatte, umfas-

send:
Ein Substrat, das eine diskrete Spur-Aufzeichnungs-
struktur besitzt, die darin gebildet wird; und eine ma-
gnetische Aufzeichnungsschicht, die Gber dem Sub-
strat angeordnet ist.

28. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 27, wobei die magnetische Aufzeichnungs-
schicht iiber dem Substrat angeordnet ist, ohne dass
sich eine weichmagnetische Unterschicht dazwi-
schen befindet.

29. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 27, wobei eine weichmagnetische Unter-
schicht zwischen dem Substrat und der magneti-
schen Aufzeichnungsschicht angeordnet ist.

30. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 27, wobei das Substrat einen Glaswerkstoff
umfasst.

31. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 30, wobei das Substrat poliert ist.

32. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 30, wobei das Substrat texturiert ist.

33. Magnetische Aufzeichnungsplatte, umfas-
send:
Mittel zum Bereitstellen von Zwischenspurisolierung,
gebildet innerhalb eines Plattensubstrats; und Mittel
zum Anordnen einer magnetischen Aufzeichnungs-
schicht Uber dem Plattensubstrat.

34. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 33, wobei das Aufdrucken Drucklithografie
umfasst.

35. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 33, weiterhin umfassend Mittel zum Polieren
des Plattensubstrats.

36. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 33, weiterhin umfassend Mittel zum Texturie-
ren des Plattensubstrats.

37. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 33, wobei Mittel zum Bereitstellen einen Glas-
werkstoff umfasst.

38. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 33, weiterhin umfassend Mittel zum Anordnen
einer weichmagnetischen Unterschicht zwischen
dem Substrat und der magnetischen Aufzeichnungs-
schicht.

39. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 38, weiterhin umfassend Mittel zum Polieren
einer Oberflache der weichmagnetischen Unter-
schicht zwischen dem Substrat und der magneti-
schen Aufzeichnungsschicht.

40. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 39, weiterhin umfassend Mittel zum Texturie-
ren der Oberflache der weichmagnetischen Unter-
schicht zwischen dem Substrat und der magneti-
schen Aufzeichnungsschicht.

41. Verfahren zur Herstellung einer magneti-
schen Aufzeichnungsplatte, wobei das Verfahren
umfasst:
das Anordnen einer Nickel-Phosphor (NiP)-Schicht
auf einem Substrat; und
das Bilden einer diskreten Spur-Aufzeichnungsstruk-
tur auf der NiP-Schicht, wobei die NiP-Schicht durch-
gangig durch die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruk-
tur ist.

42. Verfahren nach Anspruch 41, wobei das Bil-
den einen subtraktiven Prozess umfasst.

43. Verfahren nach Anspruch 42, wobei das Bil-
den weiterhin umfasst:
das Beschichten der NiP-Schicht mit einer Prage-
schicht; und
das Aufdrucken der Prageschicht mit der diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur.

44. Verfahren nach Anspruch 43, wobei das Auf-
drucken Drucklithografie umfasst.

45. Verfahren nach Anspruch 43, weiterhin um-
fassend das Atzen der Prageschicht hinunter bis zur
NiP-Schicht, um eine erste Vielheit erhabener Berei-
che und vertiefter Bereiche zu bilden.

46. Verfahren nach Anspruch 45, wobei das Bil-
den weiterhin das Atzen in die NiP-Schicht umfasst,
um eine zweite Vielheit erhabener Bereiche und ver-
tiefter Bereiche in der NiP-Schicht zu bilden, welche
die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur bildet.

47. Verfahren nach Anspruch 45, wobei das Bil-
den weiterhin das Entfernen der Prageschicht um-
fasst.

48. Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren der NiP-Schicht nach dem
Entfernen der Prageschicht umfasst.

49. Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren der NiP-Schicht nach
dem Entfernen der Prageschicht umfasst.

50. Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Bil-
den weiterhin das Anordnen eines weichmagneti-
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schen Unterschichtmaterials liber der zweiten Viel-
heit erhabener Bereiche und vertiefter Bereiche in
der NiP-Schicht umfasst.

51. Verfahren nach Anspruch 50, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren einer Oberflache der
weichmagnetischen Unterschicht umfasst.

52. Verfahren nach Anspruch 50, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren einer Oberflache der
weichmagnetischen Unterschicht umfasst.

53. Verfahren nach Anspruch 50, wobei das Bil-
den weiterhin das Anordnen einer zweiten
NiP-Schicht auf der weichmagnetischen Unterschicht
umfasst.

54. Verfahren nach Anspruch 53, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren einer Oberflache der
zweiten NiP-Schicht umfasst.

55. Verfahren nach Anspruch 53, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren einer Oberflache der
zweiten NiP-Schicht umfasst.

56. Verfahren nach Anspruch 43, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren der NiP-Schicht vor
dem Beschichten der NiP-Schicht mit der Prage-
schicht umfasst.

57. Verfahren nach Anspruch 41, wobei das Bil-
den einen additiven Prozess umfasst.

58. Verfahren nach Anspruch 57, wobei das Bil-
den weiterhin umfasst:
das Beschichten der NiP-Schicht mit einer Prage-
schicht; und
das Aufdrucken der Prageschicht mit der diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur.

59. Verfahren nach Anspruch 58, wobei das Auf-
drucken Drucklithografie umfasst.

60. Verfahren nach Anspruch 58, wobei das Bil-
den weiterhin das Atzen der Prageschicht hinunter
bis zur NiP-Schicht umfasst, um eine erste Vielheit
erhabener Bereiche und vertiefter Bereiche zu bil-
den.

61. -Verfahren nach Anspruch 60, wobei das Bil-
den weiterhin das Anordnen der ersten Vielheit ver-
tiefter Bereiche mit NiP umfasst, um eine zweite Viel-
heit erhabener und vertiefter Bereiche in der
NiP-Schicht zu bilden, welche die diskrete Spur-Auf-
zeichnungsstruktur bildet.

62. Verfahren nach Anspruch 61, wobei das An-
ordnen weiterhin Elektroplattieren umfasst.

63. Verfahren nach Anspruch 61, wobei das An-

ordnen weiterhin stromloses Plattieren umfasst.

64. Verfahren nach Anspruch 61, wobei das Bil-
den weiterhin das Entfernen der Prageschicht um-
fasst.

65. Verfahren nach Anspruch 64, wobei das Bil-
den weiterhin das Polieren der NiP-Schicht umfasst.

66. Verfahren nach Anspruch 64, wobei das Bil-
den weiterhin das Texturieren der NiP-Schicht um-
fasst.

67. Verfahren nach Anspruch 60, weiterhin um-
fassend das Anordnen von NiP auf der ersten Vielheit
erhabener und vertiefter Bereiche durch Vakuumbe-
dampfung.

68. Magnetische Aufzeichnungsplatte, umfas-
send:
ein Substrat;
eine magnetische Aufzeichnungsschicht; und
eine NiP-Schicht, die zwischen dem Substrat und der
magnetischen Aufzeichnungsschicht angeordnet ist,
wobei die NiP-Schicht eine diskrete Spur-Aufzeich-
nungsstruktur aufweist und wobei die NiP-Schicht
durchgangig durch die diskrete Spur-Aufzeichnungs-
struktur ist.

69. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 68, wobei die diskrete Spur-Aufzeichnungs-
struktur eine Vielheit erhabener Bereiche und vertief-
ter Bereiche bildet.

70. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 68, wobei die diskrete Spur-Aufzeichnungs-
struktur durch Drucklithografie gebildet wird.

71. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 68, wobei das Substrat einen Glaswerkstoff
umfasst.

72. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 68, wobei das Substrat einen metallischen
Werkstoff umfasst.

73. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 72, wobei die NiP-Schicht poliert ist.

74. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 72, wobei die NiP-Schicht texturiert ist.

75. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 69, wobei der erhabene Bereich der diskreten
Spur-Aufzeichnungsstruktur eine Steigung von 400
Angstrom aufweist.

76. Magnetische Aufzeichnungsplatte, umfas-
send: Mittel zum Bereitstellen von Zwischenspuriso-
lierung, gebildet innerhalb einer NiP-Schicht; und
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Mittel zum Anordnen der NiP-Schicht Uber einem
Plattensubstrat.

77. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 76, weiterhin umfassend:
Mittel zum Anordnen einer Prageschicht tber der
NiP-Schicht; und
Mittel zum Aufdrucken der Prageschicht mit einer
Zwischenspurisolierungs-Struktur.

78. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 77, wobei Mittel zum Aufdrucken Drucklitho-
grafie umfasst.

79. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 77, weiterhin umfassend Mittel zum Polieren
der NiP-Schicht.

80. Magnetische Aufzeichnungsplatte nach An-
spruch 79, weiterhin umfassend Mittel zum Texturie-
ren der NiP-Schicht.

81. Gerat, umfassend:
Mittel zum Anordnen einer Nickel-Phosphor
(NiP)-Schicht auf einem Substrat; und
Mittel zum Bilden einer diskreten Spur-Aufzeich-
nungsstruktur auf der NiP-Schicht, wobei die
NiP-Schicht durchgangig durch die diskrete
Spur-Aufzeichnungsstruktur ist.

82. Gerat nach Anspruch 81, wobei Mittel zum
Bilden einen subtraktiven Prozess umfasst.

83. Gerat nach Anspruch 82, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin umfasst:
Mittel zum Beschichten der NiP-Schicht mit einer
Prageschicht; und
Mittel zum Aufdrucken der Prageschicht mit der dis-
kreten Spur-Aufzeichnungsstruktur.

84. Gerat nach Anspruch 83, wobei Mittel zum
Aufdrucken Drucklithografie umfasst.

85. Gerat nach Anspruch 83, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Atzen der Prageschicht
hinunter bis zur NiP-Schicht umfasst, um eine erste
Vielheit erhabener Bereiche und vertiefter Bereiche
zu bilden.

86. Gerat nach Anspruch 85, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Atzen in die NiP-Schicht
umfasst, um eine zweite Vielheit erhabener Bereiche
und vertiefter Bereiche in der NiP-Schicht zu bilden,
welche die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur bil-
det.

87. Gerat nach Anspruch 85, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Entfernen der Prage-
schicht umfasst.

88. Gerat nach Anspruch 87, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Polieren der NiP-Schicht
nach dem Entfernen der Prageschicht umfasst.

89. Gerat nach Anspruch 88, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Texturieren der
NiP-Schicht nach dem Entfernen der Prageschicht
umfasst.

90. Gerat nach Anspruch 83, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Texturieren der
NiP-Schicht vor dem Beschichten der NiP-Schicht mit
der Prageschicht umfasst.

91. Gerat nach Anspruch 81, wobei Mittel zum
Bilden einen additiven Prozess umfasst.

92. Gerat nach Anspruch 91, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin umfasst:
Mittel zum Beschichten der NiP-Schicht mit einer
Prageschicht; und
Mittel zum Aufdrucken der Prageschicht mit der dis-
kreten Spur-Aufzeichnungsstruktur.

93. Gerat nach Anspruch 92, wobei Mittel zum
Aufdrucken Drucklithografie umfasst.

94. Gerat nach Anspruch 92, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Atzen der Prégeschicht
hinunter bis zur NiP-Schicht umfasst, um eine erste
Vielheit erhabener Bereiche und vertiefter Bereiche
zu bilden.

95. Verfahren nach Anspruch 94, wobei Mittel
zum Bilden weiterhin Mittel zum Anordnen der ersten
Vielheit vertiefter Bereiche mit NiP umfasst, um eine
zweite Vielheit erhabener und vertiefter Bereiche in
der NiP-Schicht zu bilden, welche die diskrete
Spur-Aufzeichnungsstruktur bildet.

96. Gerat nach Anspruch 95, wobei Mittel zum
Anordnen weiterhin Elektroplattieren umfasst.

97. Gerat nach Anspruch 95, wobei Mittel zum
Anordnen weiterhin stromloses Plattieren umfasst:

98. Gerat nach Anspruch 95, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Entfernen der Prage-
schicht umfasst.

99. Gerat nach Anspruch 98, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Polieren der NiP-Schicht
umfasst.

100. Gerat nach Anspruch 99, wobei Mittel zum
Bilden weiterhin Mittel zum Texturieren der
NiP-Schichtumfasst.

101. Gerat nach Anspruch 94, weiterhin umfas-
send Mittel zum Anordnen von NiP auf der ersten
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Vielheit erhabener und vertiefter Bereiche durch Va-
kuumbedampfung.

102. Plattenlaufwerk, umfassend:

eine Spindel; und

eine Platte, die an die Spindel gekoppelt ist, wobei
die Platte ein Plattensubstrat, eine magnetische Auf-
zeichnungsschicht und eine NiP-Schicht umfasst, die
zwischen dem Substrat und der magnetischen Auf-
zeichnungsschicht angeordnet ist, wobei eine diskre-
te Spur-Aufzeichnungsstruktur durch die NiP-Schicht
gebildet wird und wobei die NiP-Schicht durchgangig
durch die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur ist.

103. Plattenlaufwerk nach Anspruch 102, wobei
die Platte eine Platte zur magnetischen Langsauf-
zeichnung umfasst.

104. Plattenlaufwerk nach Anspruch 102, wobei
die diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur durch
Drucklithografie gebildet wird.

105. Plattenlaufwerk nach Anspruch 102, wobei
die NiP-Schicht poliert ist.

106. Plattenlaufwerk nach Anspruch 102, wobei
die NiP-Schicht texturiert ist.

107. Plattenlaufwerk, umfassend:
eine Spindel; und
eine magnetische Langsplatte, die an die Spindel ge-
koppelt ist, wobei die Platte ein Substrat und eine ma-
gnetische Aufzeichnungsschicht umfasst, wobei eine
diskrete Spur-Aufzeichnungsstruktur auf dem Subst-
rat gebildet wird.

108. Plattenlaufwerk nach Anspruch 107, wobei
das Substrat einen Glaswerkstoff umfasst.

109. Plattenlaufwerk nach Anspruch 108, wobei
das Substrat poliert ist.

110. Plattenlaufwerk nach Anspruch 108, wobei
das Substrat texturiert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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